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【はじめに】 

 近年、透明導伝膜を豊富で安価な Zn を用いた酸化亜鉛（ZnO）を非真空で成膜することで低

コスト化を図ることが注目されている 1, 2)。これまでに希釈したジエチル亜鉛（DEZ）原料を用

いて、大気中でスピンコート法により低温（100℃以下）での ZnO 薄膜作製に成功した 3)。本研

究では、新規材料を用いて窒素雰囲気下でスピンコート法を用いて ZnO 薄膜の成膜を検討した。 

【実験方法】 

 DEZ を加水分解した新規原料を用いて、窒素雰囲気中で、てスピンコート法でガラス基板上

に室温で成膜した。その後、室温～200℃でアニールを行った。作製した試料を、それぞれＸ線

回折（XRD）、走査型電子顕微鏡（SEM）、透過測定、ホール測定で評価を行った。 

【結果・考察】  

 図 1 に新規原料の写真およびその化学式を示す。無色透明な DEZ 原料に対し新規材料は黄色

味がかっている。図 2 に新規原料を用いてスピンコートで作製した ZnO 薄膜の XRD を示す。室

温ではピークが確認されず、100℃で ZnO のピークが観察され、透過率は 80%以上であった。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 新規材料の溶液写真および化学式    図 2 XRD 結果（新規原料、窒素中） 
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